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１．概要（Summary） 
微細なエッチング加工を施したシリコンウェハを水素中

で高温アニールすることによって、SON(Silicon-on 
-nothing)構造を形成する技術[1]について、東北大学マ

イクロシステム融合研究開発センターおよび東北大学大

学院工学研究科金森研究室で技術相談を行った。同セ

ンターに設置している研究室所有の水素アニール炉使用

のアドバイスを受け、SON 構造が正常に形成できるか実

験を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
自社でエッチング加工を行ったシリコンウェハを準備し

た。水素アニール炉を使用し、1100 ℃、水素雰囲気の

条件で 30 分、または 60 分のアニール処理を行った。自

社でアニール後のウェハの顕微鏡観察を実施し、出来栄

えを評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

アニール処理前のサブミクロンサイズのシリコンエッチ

ング加工を行ったウェハ写真を示す(Fig. 1)。加工したウ

ェハに対して 30 分、または 60 分の水素アニール処理を

行ったサンプルは、どちらの表面もエッチングで形成され

た穴が塞がっていることを確認した(Fig. 2)。さらに干渉縞

が見えることから、内部の圧力が大気圧以下である SON
構造が正常に形成されたと考えられる。 
 

 

Fig. 1 Surface images before hydrogen annealing. 

 

Fig. 2 Surface images after hydrogen annealing for 
(a) 30min and (b) 60min. 
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